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IGBT模块的术语及其说明

术语 符号 说明

集电极—发射极间电压 VCES
门极—发射极间短路时，集电极—发射极间允

许施加的最大电压。

门极—发射极电压 VGES
集电极—发射极间短路时，门极—发射极间允

许施加的最大电压。

集电极电流

IC 在特定的条件下，集电极允许通过的最大直流

电流 。

ICM 在特定的条件下，集电极允许承受的最大脉冲

电流 。

IF 在特定的条件下，续流二极管所允许的最大直

流正向电流 。

IFM 在特定的条件下，续流二极管所允许的最大脉

冲正向电流。

最大耗散功率
PD
(Ptot）

在特定的条件下，单个 IGBT 所允许的最大能

量损耗 。

短路时间 TSC 在特定的条件下，芯片所能允许短路电流导通

的时间。

结温 Tj 芯片能正常工作的的温度范围。

存储温度 TSTG 模块允许的贮存温度范围。

电流二次方时间积 I²t 在特定的条件下，浪涌电压时，芯片能允许的最大功

率损耗。

绝缘耐压 VISO
在电极与安装面之间允许施加的电压最大有效值。

（正弦或直流）

安装力矩
Mounting
Torque 模块安装和功率端子连接时的力矩范围。
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集电极—发射极耐压 V(BR)CES

BVCES
在特定的条件下，门极—发射极短路时，集电极—发

射极间的击穿电压。

集电极—发射极间漏电

流
ICES 在特定的条件下，门极—发射极间短路时，在集电极

—发射极间加上指定的电压时集电极流过的电流。

门极—发射极漏电流 IGES
在特定的条件下，集电极—发射极间短路时，在门极

—发射极间加上指定的电压时门极—发射极流过的电

流。

门极—发射极间开启电

压
V GE(th)

集电极—发射极间可以导通电流时，门极—发射极间

所测得的最小电压。

集电极、发射极间的饱和

电压
VCE(sat) 额定的集电极电流和门集—发射极间电压的情况下，

集电极—发射极间所测得的电压。

开通延时 Td（on）
在特定的条件下，IGBT开通时，门极—发射极间电压

上升至10％时开始至集电极电流上升到10％为止的时

间。

上升时间 Tr 在特定的条件下，IGBT开通时，集电极电流上升到10

％，开始至集电极电流上升到90％时为止的时间。

关断延时 Td（off）
在特定的条件下，IGBT关断时，门极—发射极间电压

下降到90％时，开始至集电极电流下降到90％时为止

的时间。

下降时间 Tf 在特定的条件下，IGBT关断时，集电极电流从90％下

降到10％时为止的时间。

开通损耗 Eon 在特定的条件下的开通能量。

关断损耗 Eoff 在特定的条件下的关断能量。

输入电容 Cies
在特定的条件下，门极—发射极间所测得的电容。

（集电极—发射极间处于交流短路状态）

输出电容 Coes
在特定的条件下，集电极—发射极间所测得的电容。

（集电极—发射极间处于交流短路状态）

反向传输电容 Cres 在特定的条件下，集电极—门极间的电容。
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短路电流 ISC 在特定的条件下，集电极—发射极间能通过的电流。

杂散电感 LCE 集电极—发射极功率端子之间电路的电感值。

杂散电阻 RCC'+EE' 集电极—发射极功率端子之间电路的电阻值。

二极管反向耐压 Vrrm
在特定的条件下，续流二极管反向允许施加的最大电

压。

二极管正向压降 VF
在特定的条件下，续流二极管流过额定电流时的正向

压降。

反向恢复时间 trr 在特定的条件下，续流二极管正向电流切断时到反相

恢复电流减小到峰值的10%为止所需要的时间。

反向恢复电荷 Qr
在特定的条件下，续流二极管正向电流切断时到反向

恢复电流消失时为止过程中电荷。

反向恢复电流 IRM 在特定的条件下，续流二极管在反向恢复时的峰值电

流。

反向恢复损耗 Erec
在特定的条件下，续流二极管正向电流切断时到反相

恢复电流减小到峰值的10%为止的能量损耗。

热阻

RθJC
在特定的条件下，芯片与模块散热面间所测得的热阻

。

RθCS
在特定的条件下，模块散热面与系统散热器之间所测

得的热阻。

质量
G

（Weight） 单个模块的总质量。


